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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月22日(2010.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　接合分離の別の不利な点は、分離構造によって無駄になる、およびそうでなければ活性
トランジスタまたは回路の製造に利用可能でない面積である。図５Ｃでは、ある特定の最
小限の設計ルールを満たすために必要な面積が、埋込み層２１２、Ｐ型拡散接合分離２１
３、および（ＮＢＬ２１２Ｂの上に重なる）拡散した高不純物濃度Ｎ型シンカー２１４に
ついて示されている。さらなる厄介な問題として、接合分離では、設計ルール（および無
駄になる面積）は分離されたデバイスの最大電圧に依存する。厚みｘepiに成長したエピ
タキシャル層では、実際の厚み支持電圧ｘnetはより小さい。なぜなら、Ｐ＋接合部２１
６の深さおよびＮＢＬ２１２Ａの上への拡散は、分離されたデバイスの電圧能力を決定す
るために総厚みから減じられなければならないためである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　本明細書に開示されるすべての低温プロセスでは、注入されたＤＮ領域３５２Ａおよび
３５２Ｂは、対照的に、注入物エネルギ（または多数の注入物の場合にはエネルギ）によ
ってしか影響を受けない。結果として生じるプロファイルは、「注入されたまま」の状態
であり、熱処理に関連するばらつきを受けない。相対的な意味で、ＤＮ領域の形成は概し
て、プロセスにおいて、１ＭｅＶ（１００万電子ボルト）～３ＭｅＶを超えるまでの範囲
の最高エネルギ注入を備えるべきである。事実上、１．５ＭｅＶ～２．３ＭｅＶのエネル
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ギによって、単一のおよび２つのイオン化されたドーパントを用いて適当なときに深い注
入を達成することが可能である。高電荷状態を有する３つのイオン化されたドーパント種
は、より深い深さに注入することができるが、対応してビーム電流が低くなる。その結果
、注入がゆっくりになる。ＤＮ領域のためのリン注入投与量は、１Ｅ１２ｃｍ-2～１Ｅ１
４ｃｍ-2の範囲であってもよいが、典型的には１～５Ｅ１３ｃｍ-2の範囲の投与量を含ん
でいてもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　一連のリン注入物のシーケンシャルな形成は、示されるように連続的なＮ型側壁分離領
域をもたらす。たとえば、ＮＩ領域４０８Ａおよび４０８Ｂは、環状のまたは他の閉じた
幾何学的形状を有していてもよく、ＤＮ領域４０２Ａの上に重なって、基板４０１から電
気的に分離されたＰ型領域４０６Ａを作り出す。同様に、ＮＩ領域４０８Ｃおよび４０８
Ｄは、環状のまたは他の閉じた幾何学的形状を有していてもよく、ＤＮ領域４０２Ｂの上
に重なって、基板４０１からおよび領域４０６Ａから電気的に分離されたＰ型領域４０６
Ｂを作り出す。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　タイプＩＩＩ分離では、側壁分離を形成するために用いられる注入物はトレンチ形成の
プロセスとは関連がなく、その結果、トレンチは、トレンチ４０５Ａ、４０５Ｃ、４０５
Ｄ、または４０５ＦなどのようにＮＩ側壁分離領域内に形成される場合もあれば、４０５
Ｂおよび４０５Ｅなどのように分離されたポケット内に形成される場合もある。タイプＩ
ＩＩ分離におけるトレンチがＤＮ層の上に重なるのに十分に深いものである必要がないの
で、フローティングポケット４０６Ａおよび４０６Ｂ内でのトレンチの使用により、ポケ
ットが互いに分離された領域にさらに分割されることはない。すなわち、ポケットＰ1に
おけるデバイスがすべてＰ型領域４０６Ａの共通の電位を共有する。これらの浅いトレン
チは、好ましくは所与のＣＭＯＳ技術ノードにおいて用いられる既存のＳＴＩと同じであ
るかまたは類似しており、所与の分離されたＰ型ポケットにおけるデバイス間の表面分離
、すなわちフィールドしきい値制御を提供するために用いられるが、完全な分離を提供す
ることはない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　図２２Ａ～図２２Ｃは、タイプＩ分離構造の形成を示す。図２２Ａは、上の図１２に記
載されたものと同じプロセスを用いた、ＤＮフロア分離領域６６２の形成、マスク層６６
３および６６４の形成、ならびに浅いトレンチ６６５のエッチング後の分離構造を示す。
図２２Ｂは、任意の第２のマスク層６６６の堆積およびパターニング後の構造を示す。好
ましい実施例では、マスク層６６４は平坦化中のエッチング停止に好適な窒化物または他
の層であり、マスク層６６３は堆積された酸化物などの硬質マスク材料であり、マスク層
６６６はフォトレジストまたは類似の材料である。より深いトレンチ６６７がマスク層６
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６６の開口を通してエッチングされる。マスク層６６３、６６４および６６６の除去後、
深いトレンチ６６７および任意の浅いトレンチ６６５が誘電堆積によって同時に再充填さ
れる。この構造は次いでＣＭＰまたは他の手法によって平坦化され、誘電体が充填された
深いトレンチ６６９およびＤＮフロア分離６６２領域を含む図２２Ｃに示される平坦化さ
れた構造をもたらし、これらはともにＰ型基板６６１からフローティングＰ型領域６７０
を分離する。任意の誘電体が充填された浅いトレンチ６６８は、Ｐ型領域６７０に形成さ
れたデバイス間の表面分離を提供する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　図１３Ｂに示されるその後の処理において、表面酸化物層４５３および４５４ならびに
マスク層４５５が除去され、ＤＮ領域４５２の拡散を回避するために低温手法を用いて新
たなマスク層４５７が規定される。側壁分離領域４５６の上または側壁分離領域４５６に
隣接するマスク層４５７にウィンドウ４５８Ａおよび４５８Ｃが規定される。分離領域４
５６と重ならない任意のウィンドウ４５８Ｂも形成されてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１９】
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